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【年通号数】公開・登録公報2010-040
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【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  14/58     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ  17/34     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ  17/36     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  14/58    　　　Ｃ
   Ｃ０３Ｃ  17/34    　　　Ｚ
   Ｃ０３Ｃ  17/36    　　　　
   Ｃ０３Ｃ  17/38    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年8月2日(2012.8.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スパッタ処理とプラズマ処理を繰り返すことによって基板の表面に３ｎｍ以上の厚みで
成膜した、前記基板の硬度より高い硬度を持つ第１の膜に対して、電流密度が３０μＡ／
ｃｍ２以下のエネルギーを持つ粒子を２０秒以下の照射時間で照射することによって、粒
子照射後の第１の膜の厚みを０．１～５００ｎｍとし、かつ粒子照射後の第１の膜の表面
に下記表面特性を満足する凹凸を形成した後、該第１の膜の凹凸面に撥油性を有する第２
の膜を成膜することを特徴とする成膜方法。
　中心線平均粗さ（Ｒａ）：０．１～１０００ｎｍ、十点平均高さ（Ｒｚ）：５～２００
０ｎｍ、及び最大谷深さ（Ｐｖ）：１５～２０００ｎｍ（ただし、何れの数値もＪＩＳ－
Ｂ０６０１に準拠して測定された値である。）、並びに凸部の周期：１～５０ｎｍ（ただ
し、直線で走査した長さをカウントしたピーク個数で除することで算出される値である。
）
【請求項２】
　真空蒸着法（イオンアシスト蒸着法を除く）を用いて基板の表面に３ｎｍ以上の厚みで
成膜した、前記基板の硬度より高い硬度を持つ第１の膜に対して、電流密度が３０μＡ／
ｃｍ２以下のエネルギーを持つ粒子を２０秒以下の照射時間で照射することによって、粒
子照射後の第１の膜の厚みを０．１～５００ｎｍとし、かつ粒子照射後の第１の膜の表面
に下記表面特性を満足する凹凸を形成した後、該第１の膜の凹凸面に撥油性を有する第２
の膜を成膜することを特徴とする成膜方法。
　中心線平均粗さ（Ｒａ）：０．１～１０００ｎｍ、十点平均高さ（Ｒｚ）：５～２００
０ｎｍ、及び最大谷深さ（Ｐｖ）：１５～２０００ｎｍ（ただし、何れの数値もＪＩＳ－
Ｂ０６０１に準拠して測定された値である。）、並びに凸部の周期：１～５０ｎｍ（ただ
し、直線で走査した長さをカウントしたピーク個数で除することで算出される値である。



(2) JP 2010-222709 A5 2012.9.20

）
【請求項３】
　乾式成膜法（イオンアシスト蒸着法を除く）を用いて基板の表面に３ｎｍ以上の厚みで
成膜した、前記基板の硬度より高い硬度を持つ第１の膜に対して、電流密度が３０μＡ／
ｃｍ２以下のエネルギーを持つ粒子を２０秒以下の照射時間で照射することによって、粒
子照射後の第１の膜の厚みを０．１～５００ｎｍとし、かつ粒子照射後の第１の膜の表面
に下記表面特性を満足する凹凸を形成した後、該第１の膜の凹凸面に撥油性を有する第２
の膜を成膜することを特徴とする成膜方法。
　中心線平均粗さ（Ｒａ）：０．１～１０００ｎｍ、十点平均高さ（Ｒｚ）：５～２００
０ｎｍ、及び最大谷深さ（Ｐｖ）：１５～２０００ｎｍ（ただし、何れの数値もＪＩＳ－
Ｂ０６０１に準拠して測定された値である。）、並びに凸部の周期：１～５０ｎｍ（ただ
し、直線で走査した長さをカウントしたピーク個数で除することで算出される値である。
）
【請求項４】
　請求項１～３の何れか一項記載の成膜方法において、前記第１の膜に対して照射するエ
ネルギーを持つ粒子は、電流密度が１０μＡ／ｃｍ２以上であることを特徴とする成膜方
法。
【請求項５】
　請求項１～４の何れか一項記載の成膜方法において、前記第１の膜に対してエネルギー
を持つ粒子を４秒以上の照射時間で照射することを特徴とする成膜方法。
【請求項６】
　請求項４又は５記載の成膜方法において、前記第１の膜に対してエネルギーを持つ粒子
を７．５×１０１４個／ｃｍ２～３．７×１０１５個／ｃｍ２の照射個数で照射すること
を特徴とする成膜方法。
【請求項７】
　請求項１～６の何れか一項記載の成膜方法において、前記第１の膜に対して照射するエ
ネルギーを持つ粒子は、加速電圧が３００Ｖを超え１２００Ｖ以下であることを特徴とす
る成膜方法。
【請求項８】
　請求項１～７の何れか一項記載の成膜方法において、前記エネルギーを持つ粒子が、少
なくともアルゴンを含むイオンビームであることを特徴とする成膜方法。
【請求項９】
　請求項８記載の成膜方法において、前記エネルギーを持つ粒子がアルゴンのイオンビー
ムであることを特徴とする成膜方法。
【請求項１０】
　請求項１～９の何れか一項記載の成膜方法において、基板の表面に成膜される第１の膜
は、厚みが１０００ｎｍ以下である成膜方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０の何れか一項記載の成膜方法において、前記第１の膜を成膜するに先立
ち、前記基板の表面に、エネルギーを持つ粒子を照射することを特徴とする成膜方法。
【請求項１２】
　基板の表面に第１の膜が形成され、前記第１の膜の表面に撥油性を有する第２の膜が形
成された撥油性基材であって、請求項１～１１の何れか一項記載の成膜方法を用いて製造
されることを特徴とする撥油性基材。
【請求項１３】
　請求項１２記載の撥油性基材を備えた電子機器。
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